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Рассматриваются особенности формирования неоднородностей структуры и свойств в кристаллах GaSb:Si, выращенных методами Чохральского и Бриджмена, соответственно, в условиях нестационарной и стационарной конвекции. Коэффициент распределения легирующей примеси близок к единице. Представлены результаты, полученные при наземной отработке космического эксперимента по кристаллизации антимонида галлия на установке "Полизон". Экспериментальные данные о характере макро- и микронеоднородностей в кристалле сопоставлены с результатами численных расчетов структуры и интенсивности конвективных течений в расплаве.

